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１．概要（Summary） 

単層カーボンナノチューブ(CNT)を SOI 基板上の溝に

架橋し、分割ゲートを用いて交流電圧を印加して、フォト

ルミネッセンスへの影響を調べる。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

高速大面積電子線描画装置、4 インチ高真空EB 蒸着

装置、汎用 ICPエッチング装置、形状・膜厚・電気評価装

置群、クリーンドラフト潤沢超純水付、ステルスダイサー、

マニュアルウエッジボンダ― 
【実験方法】 

ステルスダイサーで SOI ウェハを 2 cm 角のチップに切

り出し、レジストをスピンコートしてから高速大面積電子線

描画装置し、汎用 ICP エッチング装置で幅 1 um の溝を

掘る。チップをピラニア洗浄してから熱酸化させてゲート

絶縁膜を形成する。さらに同様にレジストをスピンコートし

てから電子線描画した後、Ti/Pt 薄膜を 4 インチ高真空

EB 蒸着装置で生成し、リフトオフする事によってゲート電

極を作成する。これとまったく同様の手順で CNT へのコ

ンタクト電極を作成するが、今回は SiO2/Ti/Pt を成膜す

る。さらに CNT を生やすための鉄触媒をコンタクト電極に

つけるために、レジストをスピンコート・電子描画し、加藤

研究室にて鉄触媒のスピンコート、リフトオフを行う。その

後、化学気相成長法で CNT を溝の上に架橋するように

生成する。最後に、チップキャリアにチップを収めて、マニ

ュアルウエッジボンダ―によりチップの電極と、チップキャ

リアの電極をアルミ線で繋ぐ。完成したサンプルに対し、

交流のゲート電圧を印加し、光学測定を行う。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
 CNT に矩形波のゲート電圧を与えたときのフォトルミネッ

センスの周波数の依存性を Fig. 1 に示す。交流電圧の

周波数を上げていくと PL 強度は完全に回復していること

が分かる。 
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Fig. 1 Frequency dependence of 
integrated Photoluminescence.  


